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(57) Abstract 

The invention aims to provide a 
method for producing an amorphous or 
polycrystalline layer on an insulating 
area which in relation to known methods 
increases the thickness of the amorphous 
or polycrystalline layer and improves 
the homogeneity of the deposition, thus 
resulting in reduced surface roughness 
while at least maintaining the insulating 
properties of the insulating area. To this 
end a suitable seeding layer (28, 29), 
preferably silicon nitride, is deposited so 
that the seeding capacity and insulating 
properties of the Si02 insulating area (14, 
31) during deposition of the amorphous or 
polycrystalline Si or SiGe layers (15, 16, 
17, 33) are improved. 

(57) Zusammenfassung 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein 
Verfahren zur Erzeugung einer amorphen 

Oder polykristallinen Schicht auf einem Isolatorgebiet vorzuschlagen, bei dem gegentiber bisherigen Verfahren die Dicke der amorphen 
oder polykristallinen Schicht grosser, die Homogenitat der Abscheidung verbessert und damit die Oberflachenrauhigkeit reduziert wird. 
Dabei sollen die isolierenden Eigenschaften des Isolatorgebietes mindestens beibehalten werden. Erfindungsgemass wird diese Aufgabe 
dadurch gel6st, dass durch Aufbringen einer geeigneten (28, 29) Ankeimschicht, vorzugsweise Siliziumnitrid, Bekeimungsvermogen und 
isolierenden Eigenschaften auf dem Isolatorgebiet (14, 31) aus Si02 bei der Abscheidung der amorphen oder polykristallinen Schicht (15, 
16, 17, 33) aus Si oder SiGe verbessert wird. 
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those parts of the patent claims which are clear, supported or disclosed within 
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Feld t Bemerkungen zu den Anspruchen, die sich als nicht recherchterbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1 



GemaB Art ike! 1 7(2)a) wurde aus folgenden Grunden fQr bestimmte Anspruche kein Recherchenbericht erstellt: 
1 . Anspruche Nr. 

weil sie sich auf Gegenstande beziehen, zu deren Recherche die Behorde nicht verpflichtet ist, namlich 



2. | ^ | Anspruche Nr. ^ 

weil sie sich auf Telle der international en Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, 
daB eine sinnvolte Internationale Recherche nicht durchgefuhrt werden kann, namlich 



siehe Zusatzblatt WEITERE ANGABEN PCT/ISA/210 



3. | | Anspruche Nr. 

weil es sich dabei um abhangige Anspruche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaBt sind. 



Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1) 



Die Internationale Recherchenbehorde hat festgestellt, daB diese intemationale Anmeldung mehrere Erfindungen e nth alt: 



1 . I I Da der An m elder alle erforderlichen zusatzlichen Reche rchengebGhren rechtzertig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 

I ' Internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspruche. 

2 I I Da fur alle recherchierbaren Anspruche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgefuhrt werden konnte, der eine 

I * zusatzliche Recherchengebuhr gerechtfertigt hatte, hat die Behorde nicht zur Zahlung einer solchen Gebuhr aufgefordert. 



3. I I Da der Anmelder nur ernige der erforderlichen zusatzlichen Reche rchengebuhren rechtzertig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 

' ' intemationale Recherchenbericht nur auf die Anspruche, fur die Gebuhren entrichtet worden sind, namlich auf die 

Anspruche Nr. 



4. | | Der Anmelder hat die erforderlichen zusatzlichen Reche rchengebuhren nicht rechtzeitig entrichtet. Der intemationale Recher- 
chenbericht beschrankt sich daher auf die in den Anspruchen zuerst erwahnte Erfindung; diese ist in foigenden Anspruchen er- 
faGt: 



Bemerkungen hlnsichtlich eines Widerspruchs j | Die zusatzlichen Gebuhren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt. 

| | Die Zahlung zusatzlicher Recherchengebuhren erfolgte ohne Widerspruch. 
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WEITERE ANGABEN PCT/ISA/ 210 



Fortsetzung von Feld 1.2 
Anspriiche Nr. : 5 



Die geltenden Patentanspriiche 1-5 beziehen sich auf ein Verfahren, 
jeweils charakteri siert durch eine erstrebenswerte Eigenheit oder 
Eigenschaft, namlich die Verbesserung der Abscheidung einer amorphen oder 
polykristal linen Siliziumschicht auf einem Isolator hinsichtlich 
grosserer Dicke, besserer Homogenitat, gleichmassigerer 
Korngrossenvertei lung und geringerer Oberf lachenrauhigkei t der 
abgeschiedenen Schicht durch die Verwendung einer Ankeimschicht. 

Die Patentanspruche umfassen daher alle Verfahren/Produkte etc., die 
diese Eigenheit oder Eigenschaft aufweisen, wohingegen die 
Patentanmeldung Stutze durch die Beschreibung im Sinne von Art. 5 PCT nur 
fur eine begrenzte Zahl solcher Produkte etc. liefert. Im vorliegenden 
Fall fehlen den Patentanspriichen die entsprechende Stutze bzw. der 
Patentanmeldung die notige Offenbarung in einem solchen MaBe, daB eine 
sinnvolle Recherche iiber den gesamten erstrebten Schutzbereich unmoglich 
erscheint. Desungeachtet fehlt den Patentanspriichen auch die in Art. 6 
PCT geforderte Klarheit, nachdern in ihnen versucht wird, das Verfahren 
iiber das jeweils erstrebte Ergebnis zu definieren. Auch dieser Mangel an 
Klarheit ist dergestalt, daB er eine sinnvolle Recherche iiber den 
gesamten erstrebten Schutzbereich unmoglich macht. Daher wurde die 
Recherche auf die Teile der Patentanspruche gerichtet, welche im o.a. 
Sinne als klar, gestiitzt oder offenbart erscheinen, namlich die Teile 
betreffend die Verwendung einer Ankeimschicht aus Sil iziumnitrid, wie in 
der Beschreibung erlautert. 

Weiterhin fehlt dem Patentanspruch 5 Stutze durch die Beschreibung im 
Sinne von Art. 6 PCT, sodass keine Recherche fur diesen Anspruch 
ausgefuhrt wurde. 

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daB Patentanspruche, oder Teile von 
Patentanspriichen, auf Erfindungen, fur die kein internationaler 
Recherchenbericht erstellt wurde, normalerwei se nicht Gegenstand einer 
international en vorlaufigen Priifung sein konnen (Regel 66.1(e) PCT). In 
seiner Eigenschaft als mit der internationalen vorlaufigen Priifung 
beauftragte Behorde wird das EPA also in der Regel keine vorlaufige 
Priifung fur Gegenstande durchfiihren, zu denen keine Recherche vorliegt. 
Dies gilt auch fur den Fall, daB die Patentanspruche nach Erhalt des 
internationalen Recherchenberichtes geandert wurden (Art. 19 PCT), oder 
fiir den Fall, daB der Anmelder im Zuge des Verfahrens gemaB Kapitel II 
PCT neue Patentanpriiche vorlegt. 
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(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINER AMORPHEN ODER POLYKRISTALLINEN SCHICHT AUF EINEM 
ISOLATORGEBIET 

(57) Abstract 

The invention aims to provide a 
method for producing an amorphous or 
polycrystalline layer on an insulating 
area which in relation to known methods 
increases the thickness of the amorphous 
or polycrystalline layer and improves 
the homogeneity of the deposition, thus 
resulting in reduced surface roughness 
while at Jeast maintaining the insulating 
properties of the insulating area. To this 
end a suitable seeding layer (28, 29), 
preferably silicon nitride, is deposited so 
that the seeding capacity and insulating 
properties of the Si02 insulating area (14, 
31) during deposition of the amorphous or 
polycrystalline Si or SiGe layers (15, 16, 
17, 33) are improved. 

(57) Zusammenfassung 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein 
Verfahren zur Erzeugung einer amorphen 

Oder polykristailinen Schicht auf einem Isolatorgebiet vorzuschlagen, bei dem gegenuber bisherigen Verfahren die Dicke der amorphen 
Oder polykristailinen Schicht grosser, die Homogenitat der Abscheidung verbessert und damit die Oberfiachenrauhigkeit reduziert wird 
Dabei sollen die isolterenden Eigenschaften des Isolatorgebietes mindestens beibehalten werden. Erfindungsgemass wird diese Aufgabe 
dadurch gelost, dass durch Aufbringen einer geeigneten (28, 29) Ankeimschicht. vorzugsweise Siliziumnitrid, Bekeimungsverm&gen und 
isolierenden Eigenschaften auf dem Isolatorgebiet (14, 31) aus Si0 2 bei der Abscheidung der amorphen oder polykristailinen Schicht (15, 
16, 17, 33) aus Si oder SiGe verbessert wird. 
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5 Verfahren zur Erzeugung einer amorphen Oder polykristallinen Schicht auf einem 
Isolatorgebiet 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Erzeugung einer amorphen oder 
polykristallinen Schicht auf einem Isolatorgebiet. 

10 

Amorphe oder polykristalline Schichten werden in der Halbleitertechnik in verschiedensten 
Bereichen eingesetzt. 

Ein wichtiges Einsatzgebiet derartiger Schichten sind vertikaie Bipolartransistoren fur 
Hochgeschwindigkeitsanwendungen, die nach einer Einfach-Poly-Silizium-Technologie mit 

15 epitaktisch eingebrachten Basisschichten hergestellt werden. Bedingt durch die schlechte 
Bekeimung der ttblicherweise verwendeten Si0 2 -Schicht als Isolatorschicht, ist die amorphe 
oder polykristalline Schicht aus Silizium in der Regel diinner als eine epitaktisch gewachsene 
Schicht. Zusatzlich wird durch die schlechte und ungleichmSBige Bekeimung der Si0 2 - 
Schicht eine homogene Abscheidung erschwert Im Falle von polykristallinem Silizium 

20 entstehen unterschiedlich groBe Korner, die auBerdem eine rauhe Oberflache mid 
ungleichmaBige elektrische Eigenschaften bedingen. 

Bezttglich der Epitaxieschichtdicke ergeben sich zwei unterschiedliche Forderungen. 
Innerhalb des Emitterbereiches sollte eine hinreichend geringe Schichtdicke zwischen dem 
hochdotierten Emitter und der Basis vorhanden sein. Im auBeren Basisgebiet ist eine groBere 
25 Dicke von Vorteil, urn geringe Widerstande des Basisanschlusses zu ermoglichen. 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zur Erzeugung einer amorphen oder 
polykristallinen Schicht auf einem Isolatorgebiet vorzuschiagen, bei dem gegeniiber 
bisherigen Verfahren die Dicke der amorphen oder polykristallinen Schicht groBer, die 
30 Homogenitat der Abscheidung verbessert und damit die Oberflachenrauhigkeit reduziert wird. 
Dabei sollen die isolierenden Eigenschaften des Isolatorgebietes mindestens beibehalten 
werden. 
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ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe dadnrch gelost, daB durch Aufbringen einer geeigneten 
Ankeimschicht mit gutem Bekeimungvermogen und isolierenden Eigenschaften auf dem 
Isolatorgebiet, die Bekeimung bei der Abscheidung der amoiphen oder polykristallinen 
5 Schicht verbessert wird. Dadurch ist die Dicke der amorphen oder polykristallinen Schicht 
wesentlich groBer als bei Weglassen der Ankeimschicht. Die groBere Dicke der amoiphen 
oder polykristallinen Schicht wird durch eine bessere Bekeimung erreicht, die eine 
Verkurzung der Induktionsperiode (Totzeit) fur die Abscheidung auf der Isolatorschicht 
bewirkt. Die bessere und gleichmaBigere Bekeimung der Ankeimschicht verursacht eine 
10 homogene Abscheidung. Es entstehen Schichten mit gleichmafliger Kornstruktur und geringer 
Oberflachenrauhigkeit. Dadurch werden gleichmaflige elektrische Eigenschaften erreicht. 
Besonders eignet sich die Verwendung einer Si0 2 -Schicht als Isolatorschicht und einer 
Siliziumnitridschicht als Ankeimschicht. 

15 Die Merkmale der Erfindung gehen auBer aus den Anspriichen auch aus der Beschreibung und 
den Zeichnungen hervor, wobei die einzelnen Merkmale jeweils fur sich allein oder zu 
mehreren in Form von Unterkombinationen schutzfahige Ausfiihrungen daistellen, fur die hier 
Schutz beansprucht wird. Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen 
dargestellt und werden im folgenden naher erlautert. 

20 Die Zeichnungen zeigen: 

Fig. 1 Schematische Darstellung eines Bipolartransistors, 

Fig. 2 Schematische Darstellung eines Bipolartransistors nach Fig. 1 wahrend der 



25 Fig. 3 Schematische Darstellung eines Schichtaufbaus vor der Epitaxie und 
Fig. 4 Schematische Darstellung eines Schichtaufbaus nach der Epitaxie. 

Beispiel 1: 

Die Erfindung wird nun im Zusammenhang mit einem Einfach-Poly-Silizium-ProzeB mit 
30 epitaktisch erzeugter Basis beschrieben. 

Fig. 1 zeigt schematisch einen Bipolartransistor 10. Auf dem halbleitenden Substratgebiet 11 
vom Leitfahigkeitstyp I ist ein Kollektorgebiet vom Leitfahigkeitstyp n erzeugt worden. Sind 
Emitter und Kollektor z. B. n-leitend, ist die Basis vom p-Typ bzw. umgekehrt. Es sind 
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mehrere Verfahren bekannt, die eine geeignete Kollektordotierung liefem. Dazu zahlen zum 
Beispiel der in Fig. 1 gezeigte Aufbau mit einer hochdotierten, vergrabenen Schicht 12 und 
einer schwacher dotierten Epitaxieschicht 13, aber auch implantierte retrograde Wannen. 
Feldisolationsgebiet 14 trennt im hier dargestellten Beispiel den Bipolartransistor von 
anderen, in der Fig. nicht dargestellten Bauelementen und auch den KollektoranschluBbereich 
vom aktiven Transistorgebiet. Es sind auch andere geeignete Isolationstechniken bekannt, wie 
z. B. verspacerte Mesa-Anordnungen. Ein Schachtimplant 20 ist in diesem 
Ausfiihrungsbeipiel eingesetzt worden, um den Widerstand zwischen der aus hochdotiertem 
Poly-Silizium bestehenden Kontaktschicht 21 und der vergrabenen Schicht 12 zu verringern. 
Auf dem Isolationsgebiet befindet sich erfindungsgemaB eine Schicht mit sehr gutem 
Bekeimungsvermogen und isolierenden Eigenschaften (Ankeimschicht) 28. In diesem 
Ausfuhrungsbeispiel wird dafur Siliziumnitrid verwendet. 

Eine Epitaxieschichtfolge, bestehend aus Pufferschicht 15, in-situ dotierter Basisschicht 16 
vom Leitfahigkeitstyp I sowie aus der Deckelschicht 17, bedeckt die Emitteiregion im aktiven 
Transistorbereich und mindestens einen Teil des Isolationsgebietes, versehen mit der 
Ankeimschicht 28. Die auflerhalb des aktiven Transistorgebietes strukturierte Epitaxieschicht 
ist mit einem Dielektrikum 18 bedeckt. 

Als wesentlich im Sinne der Erfindung ist die Verwendung einer dicken polykristallinen 
Schicht auf dem Isolatorgebiet anzusehen. Die speziellen Werte fur die Dicke, den 
Dotandengehalt sowie die Materialzusammensetzung der Basis sind entsprechend den 
Erfordernissen der Funktion des Bipolartransistors einzustellen und unterliegen bezuglich 
dem Wesen der Erfindung keinen besonderen Anforderungen. Im dargestellten Beispiel 
besteht die Basisschicht aus Silizium, ist mit 210 18 cm" 3 p-dotiert und sei 40 nm dick. Es 
konnen aber auch andere Materialkompositionen und Dotierungsprofile verwendet werden. 
Der Einsatz einer dtinnen Deckelschicht 17 iiber der Basisschicht ist moglich. Die Dotierung 
des Emitters im einkristallinen Silizium wird durch Ausdiffusion von Dotierstoff 22 aus der 
hochdotierten Poly-Sihzium-Kontaktschicht 21 sichergestellt. Die abgeschiedene Dicke der 
Deckelschicht 17 betragt typischerweise 50 nm. 

WShrend die Puffer-, Basis- und Deckelschicht einkristallin iiber dem Silizium-Substrat 
wachsen, entstehen polykristalline Schichten 19 fiber dem mit der Ankeimschicht 28 
versehenen Isolationsgebiet 14. Durch die Verwendung der Ankeimschicht 28 wird die Dicke 
der abgeschiedenen polykristallinen Schicht erfindungsgemaB vergroBert. Auflerhalb der den 
aktiven Transistorbereich ttberlappenden Poly-Silizium-Kontaktschicht 21 ist die Dotierung 
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im Basisanschlufigebiet zusatzlich durch Implantation 23 vergrdBert worden. Die 
Isolationsschicht 24 trennt Emitter-, Basis- und Kollektorkontakt. Vervollstandigt wird der 
Transistoraufbau durch Metallkontakte fur Emitter 25, Basis 26 und Kollektor 27. 
Im folgenden wird die Herstellung eines Bipolartransistors gemaB der Erfindung dargelegt. 
Ausgangspunkt fur das erfindungsgemaBe Verfahren ist der in Fig. 2 dargestellte Aufbau. In 
p-dotiertes Silizium-Substrat 11 wird nach photolithographischer Strukturierung eine 
hochdotierte n-Schicht 12 per Implantation eingebracht und ausgeheilt. AnschlieBend wird 
epitaktisch eine schwach dotierte n-Schicht 13 abgeschieden. Ubliche ProzeBschritte 
definieren das aktive Gebiet und erzeugen in den veibleibenden Gebieten Isolationsgebiete 14 
(z. B. LOCOS). Danach wird erfindungsgemaB ganzflachig eine Ankeimschicht 28 
abgeschieden und liber dem aktiven Transistorgebiet geoffiiet. Vorzugsweise wird fur die 
Ankeimschicht 28 Siliziumnitrid verwendet. Mit Hilfe der differentiellen Epitaxie wird die 
Pufferschicht 15, die Basisschicht 16 und die Deckelschicht 17 abgeschieden. Durch die 
Verwendung der Ankeimschicht 28 wird die Bekeimung im Isolatorgebiet verbessert. 
Dadurch wird die Totzeit fur die Abscheidung auf dem Isolatorgebiet reduziert. Als Resultat 
ist die polykristalline Schicht 19 auf dem Isolator wesentlich dicker als bei der Abscheidung 
ohne Verwendung der Ankeimschicht 28. 

Nach photolithographischer Strukturierung einer Maske werden mit Hilfe eines 
Plasmaatzschrittes auBerhalb des spateren Transistor- und BasisanschluBgebietes die 
abgeschiedenen Silizium- bzw. Poly-Silizium-Schichten mit Atzstopp auf dem 
Isolationsgebiet 14 entfernt. AnschlieBend wird ein Dielektrikum 18, vorzugsweise Oxid, 
aufgebracht. 

Durch photolithographische Strukturierung einer Lackmaske wird nun das 
KollektoranschluBgebiet freigelegt und der Schachtimplant 20 eingebracht. Nach dem 
Entfernen dieser Lackmaske und der Strukturierung einer weiteren Lackmaske wird im 
KollektoranschluBgebiet wie auch im Emitterbereich die Oxidschicht 18 naflchemisch geStzt. 
Der ProzeB wird fortgesetzt mit der Abscheidung einer amorphen Siliziumschicht. Diese kann 
bereits in-situ wahrend oder im AnscMuB an die Abscheidung durch Implantation dotiert 
werden. Mit einem Lithographieschritt werden Emitter- und Kollektoikontaktgebiet maskiert. 
In den ubrigen Gebieten wird das amorphe Silizium bei einem Plasmaatzschritt mit Stopp auf 
der Si0 2 -Schicht entfernt. Bei der anschlieBenden Implantation der BasisanschluBgebiete 
werden Emitter- und Kollektorkontaktbereich durch die vorhandene Maskierung geschtttzt 
Nach Entfernen der Maskierung und Abdeckung der entstandenen Oberflache mit Oxid folgt 
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eine Temperung zur Ausheilung der Implantationsschaden sowie zur Fonnierung des Poly- 
Emitters. Der ProzeB wird vervollstSndigt durch das 6ffhen der Kontaktlficher fiir Emitter, 
Basis und Kollektor und eine Standardmetallisierung fiir die Transistorkontakte. 



Ausgangspunkt fiir das erfindungsgemaBe Verfahren ist in diesem Ausfiihrungsbeispiel der in 
Fig. 3 dargestellte Schichtaufbau vor der Epitaxie. Auf Silizium-Substrat 30 ist eine aus Si0 2 
bestehende Isolatorschicht 31 abgeschieden und mit Hilfe photolithographischer Prozesse 

10 strukturiert worden. AuBerdem wird erfindungsgemaB die Isolatorschicht 31 teilweise durch 
eine strukturierte, aus Siliziumnitrid bestehende Ankeimschicht 32 bedeckt. Im Ergebnis des 
Epitaxieschrittes, dargestellt in Fig. 4, entsteht auf unbedecktem Siliziumsubstrat eine 
einkristalline Schicht. Die auf Isolatorschicht 31 und Ankeimschicht 32 gewachsenen 
polykristallinen Siliziumschichten 33 unterscheiden sich in Struktur und Dicke. Im Vergleich 

1 5 zur polykristallinen Schicht 33 auf der Isolatorschicht 31 besitzt die auf der Ankeimschicht 32 
befindliche polykristalline Schicht 33 eine homogenere, feinkornigere Struktur grOflerer 
Dicke. 

In der vorliegenden Erfindung wurde anhand konkreter Ausfiihrungsbeispiele ein Verfahren 
20 zur Erzeugung einer amorphen oder polykristallinen Schicht auf einem Isolatorgebiet 
erlautert. Es sei aber vermerkt, daB die vorliegende Erfindung nicht auf die Einzelheiten der 
Beschreibung in den Ausfiihrungsbeispielen eingeschrankt ist, da im Rahmen der 
Patentanspriiche Anderungen und Abwandlungen beansprucht werden. 



5 



Beispiel 2: 




WO 00/17423 



6 



PCT/DE99/03069 - 



Patentanspruche 



5 
10 

2. 

15 

3. 



20 

4. 



Verfahren zur Erzeugung einer amorphen oder polykristallinen Siliziumschicht auf 
einem Isolatorgebiet (14, 31), dadurch gekennzeichnet, daB fiir die Verbesserung der 
Bekeimung auf dem Isolatorgebiet (14, 31) eine Ankeimschicht (28, 32) mit gutem 
Bekeimungsvermogen und isolierenden Eigenschaften erzeugt wird, durch die bei der 
Abscheidung amorpher oder polykristalliner Schichten (19, 33) die Dicke wesentlich 
grofier, die Homogenitat der Abscheidung verbessert, die Korngrofienverteilung bei 
polykristallinen Schichten (19, 33) gleichmaBiger und die Oberflachenrauhigkeit 
geringer ist als bei Weglassen der Ankeimschicht (28, 32). 

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB als Isolatorschicht (14, 31) 
vorzugsweise eine SiO r Schicht und als Ankeimschicht (28, 32) voizugsweise 
Siliziumnitrid verwendet wird. 

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Ankeim- 
schicht (28, 32) vor einer difFerentiellen Epitaxie aufgebracht wird und damit die 
amorphe oder polykristalline Schicht (19, 33) auf dem Isolatorgebiet (14, 31) und eine 
epitaktische Schicht auf dem einkristallinen Substrat (11, 30) entsteht. 

Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, daB die amorphe oder polykristalline Schicht (19, 33) aus 
Siliziumgermanium besteht. 



25 5. 



Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, daB die amorphe oder polykristalline Schicht (19, 33) KohlenstofF 
oder Sauerstoff als ein diffiisionshemmendes Mittel entMlt. 
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Continued from field 1.2 
Claim no.: 5 

The patent claims 1-5 each relate to a method which is characterised by a 
desirable peculiarity or characteristic, i.e. the improvement of the deposition of an 
amorphous or polycrystalline silicon layer on an insulator in terms of greater 
thickness, better homogeneity, more even distribution of particle size and 
reduced surface roughness of the deposited layer through the use of a seeding 
layer. 

The patent claims therefore cover all methods/products, etc. with this peculiarity 
or characteristic, whereas the patent application only provides support by way of 
the description within the meaning of PCT Art. 5 for a limited number of such 
products, etc. In the present case, the patent claims lack the corresponding 
support or the patent application lacks the necessary disclosure to the extent that 
a meaningful search covering the entire scope of protection sought seems 
impossible. In addition, the patent claims lack the clarity required by PCT Art.6 in 
that they attempt to define the method by the desired result respectively. This 
lack of clarity is also such that a meaningful search covering the entire scope of 
protection sought seems impossible. The search was therefore focussed on 
those parts of the patent claims which are clear, supported or disclosed within 
the above meaning, i.e., the parts relating to the use of a seeding layer consisting 
of silicon nitride as described in the description. 

Patent claim no. 5 also lacks support in the description within the meaning of PCT 
Art. 6. Consequently, no search was carried out for this claim. 

The applicant is advised that patent claims or parts of patent claims relating to 
inventions for which no international search has been established cannot 
normally be the subject of an international preliminary examination (PCT Rule 
66.1(e)). As a general rule, the EPO in its capacity as the authority entrusted with 
the task of carrying out an international preliminary examination will not conduct 
a preliminary examination for subjects in respect of which no search has been 
provided. This also applies to cases where the patent claims were amended after 
receipt of the international search report (PCT Art. 19) or to cases where the 
applicant presents new patent claims in keeping with the PCT Chapter il 
procedure. 
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Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet) 

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 1 7(2)(a) for the following reasons: 
1. I I Claims Nos.: 

1 — ' because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely: 



2. IX] ClaimsNos.: 5 

— because they relate lo parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such 
an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically: 

See supplemental sheet ADDITIONAL MATTER PCT/ISA/210 

3. I I ClaimsNos.: 

1 — ' because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a). 



Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet) 



This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows: 



1. I | As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search repon covers all 

searchable claims. 

2. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not inviie payment 
of any additional fee. 

3. 1 I As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report 
' — ' covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.: 



4. 1 1 No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report 
' — ' restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nbs.: 



Remark on Protest | | The additional search fees were accompanied by the applicant's protest. 

| | No protest accompanied the payment of additional search fees. 
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